
Реферат 
Обсяг даної дипломної роботи складає 67 сторінок, при цьому дипломна 

робота містить 8 таблиць, 52 рисунка, список використаної літератури із 20 

найменувань. 

Метою даної роботи був reverse-engineering та дослідження тестових 

структур розміщених на ПЗЗМЕ фото матриці. А також отримання практичних 

навичок в роботі із обладнанням потрібним для виконання поставленої задачі. 

Першим етапом виконання роботи була теоретична підготовка до 

виконання роботи. Це дослідження теоретичних відомостей про фізичні принципи 

роботи ПЗЗ, фізичні принципи роботи ПЗЗМЕ, конструкцію виготовлення ПЗЗ та 

ПЗЗМЕ, сферу та мету застосування тестових структур для ІС і тип тестових 

структур, які використовуються для контролю правильності технологічних 

процесів при виготовленні ПЗЗМЕ фото матриць. 

Другим етапом було візуальне дослідження ПЗЗМЕ фото матриці. 

Завданням цього етапу було знаходження тестових структур на поверхні 

кристалу. Також під час дослідження були зроблені фотографії тестових структур, 

фотографії прикріплені до дипломної роботи. 

Третім етапом була обробка отриманих при візуальному дослідженні 

результатів. Було визначено призначення тестових структур відповідно до 

теоретичних відомостей, також були розроблені принципові електричні схеми 

тестових структур та електричні схеми вимірювальних установок для кожної із 

тестових структур. 

Четвертий етап безпосереднє вимірювання параметрів тестових структур. 

Параметри які потрібно виміряти визначалися згідно теоретичних відомостей. 

П’ятий етап це обробка отриманих даних, подання їх у вигляді таблиць та 

графіків. 

Перелік ключових слів: Тестовий контроль, тестова структура, контроль 
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вимірювання параметрів, МДН транзистор, множення електронів, фото матриця, 

неруйнівний контроль.  
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Summery 
This thesis consists of 67 pages, 8 tables, 52 drawings, a list of used literature 

from 20 titles. 

The aim of this work was reverse-engineering and research of test structures 

placed on the CCD EM photo matrix. And also getting practical skills in working with 

equipment necessary to perform the task. 

The first stage of the work was theoretical preparation for the work. It is study of 

theoretical information about the physical principles of the CCD, the physical principles 

of the CCD ME, the design of the CCD and CCD EM, the function and purpose of the 

use of test structures for IС and the type of test structures used to control the correctness 

of technological processes in the manufacture of CCD EM photo matrices. 

The second stage was a visual study of the CCD EM photo matrix. The task of 

this stage was to find test structures on the surface of the crystal. Also, during the 

research photos of the test structures were taken, photos were added to the thesis work. 

The third stage was the processing of the results obtained from the visual 

investigation. I was determined the test structures in accordance with the theoretical 

information, also were developed the basic electrical circuits of the test structures and 

the electrical circuits of the measuring devices for each of the test structures. 

The fourth stage is the direct measurement of the parameters of the test 

structures. The parameters to be measured were determined according to theoretical 

information. 

The fifth stage is processing of the received data, their representation in the form 

of tables and graphs. 

Key words: Test control, test structure, manufacturing technology control, CCD, 

CCD EM, LIC manufacturing technology, parameter measurements, MOS transistor, 

electron multiplication, photo matrix, nondestructive testing. 
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